
パワー半導体モジュール用

窒化ケイ素基板

パワーエレクトロニクス事業部

東京都江東区豊洲５-６-３６ 豊洲プライムスクエア

放熱性と強度を両立

・パワーモジュールの小型軽量化に貢献

・厚銅貼が可能

・パワーモジュール

・インバーター

■ 材料特性

■ パワー半導体モジュールの構造比較

・優れた機械強度と高熱伝導性を両立

従来のモジュール構造
プロテリアルの窒化ケイ素基板を使うと
パワー半導体モジュールの構造が簡素化

Item 単位 高熱伝導材 窒化アルミ基板
Si3N4 AlN

曲げ強度 MPa 700 300 - 500

破壊靭性 MPa-m 6.5 2.0 - 3.0

熱伝導率 W/m-K 130 180

熱膨張係数 ppm/K 2.5 4.8

体積抵抗率 Ω-m > 10¹² > 10¹²

絶縁耐圧 kV/mm ≫ 18 17 - 37

誘電率 － 8 9

熱伝導率（130W/m・K）と

機械的強度（700MPa）に優れており

IGBT、SiCなどの大電力半導体の高信頼性が

要求される絶縁基板に最適
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■ 絶縁破壊電圧

問合せ窓口

本カタログに記載の特性値、写真、図表、順位、評価等は当社試験データによる代表的な値であり、製品の品質を保証するものではありません。本カタログの記載内容は予告なく変更することがございます。

特長 用途




